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Roll No:-______________________ 

Sem-III Diploma Exam 2023 (Odd) 

[Time: 3 Hours] (Electronics & Communication Engineering (38)Electronics 

Engineering (21) / Instrumentation and Control Engineering (40)) 

(Theory) 

Electronic Devices and Circuits (2021302) 

 

[Max. Marks: 70] 

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है|) 

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाई ओर अंनकत नकरे् है|) 

 

Group (A) (गु्रप -ए) 

 

Q.1 Choose the most suitable answer from the following options. 

(सर्वाधिक उपयुक्त धर्कल्प को चुनकर धिखें |) :- 

 

(1*20=20) 

 

i. An SCR has ………………… PN junctions. (एक SCR में ………….. PN जंक्शि होते हैं) 

(a) 2  (b)3  (c) 4  (d) None of these (इिमे से कोई भी िही)ं 

 

ii. The gate of a JFET is generally biased in_____. (JFET का गेट आम तौर पर ______बार्स्ड होता है|) 

(a) Reverse 

     (ररवसय) 

(b) Forward  

    (फॉरवडय) 

(c) Both a and b  

    (अ और ब दोिो)ं 

(d) None of these 

     (इिमे से कोई भी िही)ं 

 

iii. A MOSFET has ________ terminals. (एक MOSFET में ________ टनमयिल होते हैं|) 

(a) Two (दो) (b) Five (पााँच) (c) Four (चार) (d)Three (तीि) 

 

iv. For low value of VDS, the JFET behaves like a ________. 

(VDS के कम माि के नलए, JFET _________ जैसा व्यवहार करता है|) 

(a) Voltage Variable Resistor 

     (वोले्टज वेररएबल प्रनतरोधक) 

(b) Constant Voltage Device 

    (स्स्िर वोले्टज रु्स्ि) 

(c) Amplifier 

(प्रवधयक) 

(d) Switch 

(स्िच) 

 

v. In a hybrid model of a BJT parameter hie is also known as _________. 

(BJT के हाइनिड मॉडल में hie को ________ िाम से जािा जाता है|) 

(a) Input conductance 

(इिपुट चालि) 

(b) Input resistance 

(इिपुट प्रनतरोध) 

(c) Output conductance 

(आउटपुट चालि) 

(d) Output resistance 

(आउटपुट प्रनतरोध) 

 

vi. If the voltage of the potential barrier is V0. A voltage V is applied to the input; at what moment will the 

barrier disappear completely? 

(र्नद स्स्िनतज अवरोध का वोले्टज V0 है। इिपुट पर एक वोले्टज V लगार्ा जाता है, तो नकस क्षण अवरोध लुप्त हो 

जाएगा?) 

(a) V< V0 (b) V=V0 (c) V>V0 (d) V< <V0 

 

vii. What is the advantage of using a high frequency response of multistage amplifier? 

(मल्टीसे्टज प्रवधयक की उच्च आवृनि प्रनतनिर्ा का उपर्ोग करिे का क्या लाभ है?) 

(a) High gain and high bandwidth (उच्च लाभ और उच्च बैंड चौडाई) 

(b) High gain and low bandwidth (उच्च लाभ और निम्न बैंड चौडाई) 

(c) Low gain and high bandwidth (निम्न लाभ और उच्च बैंड चौडाई) 

(d) Low gain and low bandwidth (निम्न लाभ और निम्न बैंड चौडाई) 
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viii. The Value of PIV in Bridge wave rectifier is _______. (निज तरंग नदष्टकारी में PIV का माि होता है _______) 

(a) Vm (b) 2Vm (c) 4Vm (d)Vm/2 

 

ix. The reverse saturation current doubles in Si diode when the junction temperature increases by______. 

(जंक्शि तापमाि __________ बढ़िे पर Si डार्ोड में ररवसय संतृस्प्त धारा दोगुिी हो जाती है|) 

(a) 7°C (b) 20°C (c) 10°C  (d)   2°C 

 

x. An SCR combines the features of ________. (एक SCR __________ की नवशेषताओ ंको जोडता है|) 

(a) A rectifier and resistance (एक नदष्टकारी और प्रनतरोध) 

(b) A rectifier and transistor (एक नदष्टकारी और ट्ांनजस्टर) 

(c) A rectifier and capacitor (एक नदष्टकारी और संधाररत्र) 

(d) None of these (इिमे से कोई भी िही)ं 

 

xi. In ___________, the number of free electron concentration is equal to the number of donor atoms. 

(________ में, मुि इलेक््ट्ॉि सांद्रता की संख्या डोिर परमाणुओ ंकी संख्या के बराबर है|) 

(a) N-type (N- प्रकार) (b) P-type (P- प्रकार) (c) Metal (धातु) (d) Insulator (कुचालक) 

 

xii. Aspect ratio of the MOSFET has the unit of _______. (MOSFET के एसे्पक्ट् अिुपात की इकाई हैं ________) 

(a) m (b) m2 (c) m-1 (d) No unit (कोई इकाई िही)ं 

 

xiii. ___________ oscillator uses capacitive voltage divider network for feedback. 

(_______दोलक फीडबैक के नलए कैपेनसनटव वोले्टज नडवाइडर िेटवकय  का उपर्ोग करता है|) 

(a) Hartley (हाटयले) (b) Colpitt (कोलनपट) (c) RC phase shift (RC कला नशफ्ट) (d) Crystal (निस्टल) 

 

xiv. The voltage gain of inverting amplifier is _________. (इिवनटिंग प्रवधयक का वोले्टज गेि है __________|) 

(a) -RF/R (b) RF/R (c) -2RF/R (d) 1+RF/R 

 

xv. In common source JFET amplifier the output voltage and input voltage differ in phase by _________. 

(कॉमि स्रोत JFET प्रवधयक में आउटपुट वोले्टज और इिपुट वोले्टज _________ कला में नभन्न होते है|) 

(a) 180o (b) 0o (c) 90o (d) 45o 

 

xvi. Correct condition for a semiconductor to be electrically neutral is _________.  

(अधयचालक के नवद्रु्त रूप से तटस्ि होिे की सही स्स्िनत है ____________|) 

(a) Nd+p=Na+n (b) Nd-p=Na+n (c) Nd+p=Na-n (d) Nd-p=Na-n 

 

xvii. A multistage amplifier consists of two stages. Voltage gain of stages are 4dB and 10dB. Its overall voltage 

gain is __________. 

(एक मल्टीसे्टज प्रवधयक में दो चरण है । चरणो ंका वोले्टज गेि 4 dB और 10 dB है। इसका समग्र वोले्टज गेि है ___|) 

(a) 40dB (b) 14dB (c) 6dB (d) 104dB 

 

xviii. A diode is reverse biased with a voltage of 5V and Vbi=0.6V. Calculate the total potential. 

(एक डार्ोड 5V के वोले्टज के साि ररवसय बार्स्ड है और Vbi=0.6V। कुल स्स्िनतज की गणिा करें |) 

(a) 5V (b) 5.6V (c) 4.4V (d) 0.6V 

 

xix. The value of Ripple factor in Full wave Rectifier is _________. 

(पुणय तरंग नदष्टकारी में ररपल गुणांक का माि होता है __________|) 

(a) 0.48 (b) 1.21 (c) 0.81 (d) 0.40 
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xx. Which hybrid parameter is used to calculate forward current gain in BJT? 

(BJT में फॉरवडय धारा गेि की गणिा के नलए नकस हाइनिड पैरामीटर का उपर्ोग नकर्ा जाता है?) 

(a) hie (b) hre (c) hfe (d) hoe 

 

Group (B) (गु्रप -बी) 

 

Q.2 Discuss the behavior of a Zener diode under forward and reverse biasing with its V-I curve. 4 

 (जेिर डार्ोड के व्यवहार का वणयि फॉरवडय और ररवसय बार्नसंग के तहत V-I वि के साि करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the working of PN junction diode. Draw the V-I characteristics of a PN diode.  4 

 (PN जंक्शि डार्ोड के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। PN डार्ोड की V-I अनभलक्षण को खीचें।) 

 

 

 

Q.3 Derive an expression for the efficiency of a Half wave rectifier. 4 

 (अधय तरंग नदष्टकारी की दक्षता के नलए वं्यजक प्राप्त करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 An a.c. supply of 230V is applied to half wave rectifier circuit through a transformer of turn ratio 10:1. 

Find (i)output dc voltage (ii)PIV    Assume diode to be ideal. 
4 

 (230 वोल्ट की a.c. आपूनतय को 10: 1 के टिय अिुपात के ट्ांसफामयर के माध्यम से अधय तरंग नदष्टकारी पररपि पर 

लागू नकर्ा जाता है। ज्ञात करें  (i) आउटपुट dc वोले्टज (ii) PIV      डार्ोड को आदशय माि लें।) 

 

 

 

Q.4 Explain the working of JFET and draw its V-I characteristics. 4 

 (JFET की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें  और इसकी V-I अनभलक्षण को खीचें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the working and characteristics of CE configuration of BJT. 4 

 (BJT के CE नवन्यास की कार्यप्रणाली और अनभलक्षण की व्याख्या करें।) 

 

 

 

Q.5 State four differences between TRIAC and DIAC. 4 

 (TRIAC और DIAC के बीच चार अंतर बताएं।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Draw Electronic symbol of following a) P-channel MOSFET b) N- channel JFET c) TRIAC d) UJT. 4 

 (निम्ननलस्खत का इलेक््ट्ॉनिक प्रतीक खीचें a) P-चैिल MOSFET b) N-चैिल JFET c) TRIAC d) UJT.) 

 

 

 

Q.6 Explain Barkhausen criteria and derive the expression for oscillation. 4 

 (बाकय हाउजेि मािदंड की व्याख्या करें  और दोलि के नलए वं्यजक ज्ञात करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 What is feedback amplifier and explain impact of negative feedback on different parameter of circuit. 4 

 (फीडबैक प्रवधयक क्या है और पररपि के नवनभन्न पैरामीटर पर ऋणात्मक फीडबैक के प्रभाव की व्याख्या करें।) 
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Group (C) (गु्रप - सी) 

 

Q.7 Why BJT is called current Controlled Device? Explain the hybrid model of BJT for CE configuration. 6 

 (BJT को धारा निरं्नत्रत रु्स्ि क्यो ंकहा जाता है? CE नवन्यास के नलए BJT के हाइनिड मॉडल की व्याख्या करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the construction and working of MOSFET and explain its characteristics curve also. 6 

 (MOSFET के बिावट और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें  और इसके अनभलक्षण वि की भी व्याख्या करें ।) 

 

 

 

Q.8 Explain the working of a bridge rectifier with circuit diagram and relevant waveforms.  6 

 (निज नदष्टकारी की कार्यप्रणाली की व्याख्या पररपि आरेख एवं प्रासंनगक तरंगो ंके साि करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the working of Pi (ℿ) filter with suitable circuit diagram. 6 

 (Pi (ℿ) ऩिल्टर के कार्यप्रणाली की व्याख्या उपरु्ि पररपि आरेख के साि करें।) 

 

 

 

Q.9 Explain all topologies of basic feedback amplifier. 6 

 (मौनलक फीडबैक प्रवधयक के सभी टोपोलॉजी की व्याख्या करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the working of crystal oscillator and state its advantage over other oscillator types. 6 

 (निस्टल दोलक के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें  और अन्य दोलक प्रकारो ंकी तुलिा में इसके लाभ को बताएं।) 

 

 

 

Q.10 Explain how does BJT act as Low power amplifier with suitable waveform. 6 

 (BJT निम्न शस्ि वाले प्रवधयक के रूप में कैसे कार्य करता है की व्याख्या उपरु्ि वेवफॉमय के साि करें।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain construction and working principle of UJT with a suitable diagram and waveform. 6 

 (UJT के बिावट और कार्य नसद्ांत को उपरु्ि आरेख और वेवफॉमय के साि व्याख्या करें।) 

 

 

 

Q.11 Explain the operation of NPN and PNP transistor. 6 

 (NPN और PNP ट्ांनजस्टर के संचालि की व्याख्या करें ।)  
 

OR (अथर्व) 
 

 Explain the construction and working of N-channel JFET and draw its V-I characteristics. 6 

 (N-चैिल JFET के बिावट और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें  और इसकी V-I अनभलक्षण को खीचें।) 

 

 

 

-------*****------- 

 


